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В настоящее время технологии производства и физические параметры сверхпроводящих проводов (ВТСП-2) достигли такого уровня, что начались инженерные разработки уникальных устройств для использования в космической, аэрокосмической областях и в ядерной физике. В условиях эксплуатации ВТСП могут подвергаться экстремальному воздействию различных внешних факторов, таких как ионизирующие излучения, ударные волны, высокие температуры. Поэтому в лабораториях моделируются экстремальные воздействия, позволяющие получить представление о ресурсе работы ВТСП-2 в таких условиях.
Образцы композитных ВТСП лент 2 поколения на основе соединения GdBCO (123) облучались в импульсном ускорителе электронов (установка Терек-2, ИОФ РАН) через танталовую мишень с целью определения характеристик ВТСП в результате взаимодействия сверхпроводника с релятивистским электронным пучком. Проведен расчет тепловых режимов в композитном сверхпроводнике в условиях облучения. Морфология поверхности ленты и элементный и фазовый состав исследовался с помощью РЭМ. Сканирующая холловская магнитометрия использовалась для характеризации ВТСП образцов после воздействия электронного облучения. Обсуждается роль температурных эффектов и ударных волн при данном облучении. 


